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Niniejsza praca doktorska dotyczy charakteryzacji strukturalnej i elektrycznej zwigzkéw
potprzewodnikowych na bazie azotku galu przy uzyciu rentgenowskiej spektroskopii
fotoelektronowej, mikroskopii sit atomowych oraz pomiaréw efektu Halla, a takze ich wzrostu
przy uzyciu epitaksji z wigzek molekularnych. Azotki grupy Il znajdujg zastosowanie
w optoelektronice (np. diody elektroluminescencyjne, lasery) oraz w tranzystorach. Niestety,
technologia wytwarzania urzgdzen opartych na tych materiatach wcigz zmaga sie z takimi
problemami, jak wysoka gestos$¢ defektdw w strukturach AlGaN oraz niska koncentracja dziur
w warstwach p-AlGaN. Problemy te sg szczegdlnie istotne w strukturach poétprzewodnikowych
z wysoka koncentracjg Al, stosowanych w emiterach gtebokiego UV.

Celem przeprowadzonych w ramach doktoratu badan byta optymalizacja wzrostu
warstw AlGaN z duzg zawartoscig glinu wraz ze wskazaniem potencjalnych zastosowan
otrzymanych wynikéw w technologii wytwarzania diod elektroluminescencyjnych.

W pierwszej czesci pracy, dotyczgcej wynikéw, zbadano wtasciwosci fizykochemiczne
p-GaN (0001) zaraz po wzroscie epitaksjalnym i ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza, a
nastepnie po zastosowaniu réznych technik czyszczacych. Przedstawiono rowniez technike
osadzania niskiego strumienia Al w trybie pulsacyjnym w koricowej fazie procesu, co pozwolito
na zmniejszenie chropowatosci warstwy AIN, atakze wyeliminowanie niekorzystnego
wzbogacenia w Al i N. Zbadano réwniez kinetyke wzrostu AlGaN hodowanego przy uzyciu
epitaksji z wigzek molekularnych wspomaganej plazma w warunkach bogatych w Ga,
wskazujgc na zmniejszenie prawdopodobieristwa inkorporacji Al w rezimie kropli Ga. Zbadano
takze wptyw grubosci warstwy gradientowej na wifasnosci elektro-transportowe struktur
kontaktowych p-AlGaN.

W niniejszej pracy doktorskiej poddano charakteryzacji réwniez materiaty na bazie
azotku galu rozrzedzane arsenem i wskazano na ich znaczacy potencjat aplikacyjny.
Opracowana w ramach doktoratu trzyetapowa technika czyszczenia powierzchni warstw

pozwolita na prawidtowe badanie wfasnosci fizykochemicznych zwigzkéw GaNAs oraz



AlGaNAs, a przeprowadzone analizy wskazaty na wtasnosci antysurfaktantowe As przy
wzroscie mikrostupkéw GaN. W tej czesci pracy pokazano mozliwe zastosowanie mikrostupka
GaN jako ostrza AFM, wskazano na zwiekszong stabilnos¢ temperaturowa przerwy
energetycznej materiatu GaNAs w poréwnaniu do GaN oraz przedstawiono nowy materiat

AlGaNAs, krystalizujgcy w strukturze wurcytu.



